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結晶 Si太陽電池において、表面反射は変換効

率を低減する大きな要因である。単結晶 Siウェ

ーハでは、波長 400~1100 nmにおいて反射率が

40%程度と非常に高い（図 1a）。従来では、Si

表面反射率を低減するため、異方性アルカリエ

ッチングによりピラミッドテクスチャー面（図

1b）を形成する方法が一般的であるが、多結晶

Siウェーハには利用できない。 

本研究室では化学的転写法（Surface Structure 

Chemical Transfer: SSCT）という独自の方法によ

り、反射率 3%以下（図 1c）の極低反射 Si表面

を実現した。この方法は Siウェーハを HF/H2O2

混合溶液中に浸漬し、そこに金属触媒を巻いた

ローラーを接触させることで Si ナノクリスタ

ル層を表面に形成する方法である。Siナノクリスタル層の形成は Siウェーハの面方位に依存しな

いため、単結晶 Siだけでなく、多結晶 Siにも利用可能である。 

今回は Siナノクリスタル層の構造や低反射メカニズムを解明するために、反応を低下させた条

件での SSCT処理について報告する。図 2に SSCT処理後の TEM画像を示す。SSCT処理により

表面・界面が平坦な約 100 nmの Siナノクリスタル層が形成された。高分解能断面 TEM画像の観

測から、数 nmの Siナノクリスタルが多数確認された。この Siナノクリスタルは図 3に示すよう

に、表面から Si基板にかけてサイズと分布が増加する。この連続的な密度の増加反射率を減少さ

せているものと考えられる（図 1d）。 

図 2. Siナノクリスタル層の TEM画像. 

 

図 3. Siナノクリスタル層の低反射メカニズム. 

図 1. Si表面の反射率: (a)ミラー、(b)マットテ

クスチャー面、(c) SSCT 法（極低反射条

件）、(d) SSCT法. 
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